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В микроэлектронике для производства чипов необходимо достаточно точно обработать поверхность полупроводников. Подобных результатов можно добиться путем плазменного реактивного ионного травления подложки. Для этого на обрабатываемую поверхность напыляют слой фторуглеродного полимера и затем его подвергают бомбардировке ионами. Когда ион сталкивается с полимером, связи в цепи разрушаются и фторуглеродный радикал CF2 реагирует с подложкой, формируя летучие соединения, которые удаляются насосом.
Молекула CF2 обладает сложным спектром, который можно изучить методом ультрафиолетовой спектроскопии. С помощью детектора можно исследовать зависимость концентрации фторуглеродных радикалов от времени, что позволит решить проблемы в процессах атомно-слоевого травления, представляющий собой циклический процесс обработки материала слой за слоем, и достичь точности порядка одного нанометра.
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	Рис. 1. Схема моделируемой задачи
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